TOSHIBA Press Release

Toshiba Memory Europe bringt XL-FLASH Losung fuir Massenspeicher
heraus

NAND mit der héchsten verfiigbaren Performance reduziert aulSerdem kosteneffektiv die Latenz

Diisseldorf, 5. August 2019 — Toshiba Memory Europe GmbH (TME) kiindigte heute die
Markteinfihrung einer neuartigen Massenspeicherlésung (Storage-Class Memory, SCM) an:
XL-FLASH™ Basierend auf Toshibas innovativer BiCS FLASH™ 3D-Speichertechnologie mit
1-bit-pro-Zelle SLC (single-level cell) ermoglicht XL-FLASH niedrige Latenz und hohe Performance
fur Datenzentren und Unternehmensspeicher.

Klassifiziert als SCM (oder "persistenter Speicher") mit der Fahigkeit, seine Speicherinhalte ahnlich
wie NAND-Flash dauerhaft zu erhalten, Uberbriickt XL-FLASH die bestehende Performance-Llicke
zwischen DRAM und NAND. Wahrend nichtflichtige Speicherlésungen wie DRAM den fir
anspruchsvolle Applikationen notwendigen schnellen Zugriff bereitstellen, kommt deren Performance
mit gravierenden Nebenkosten. Da der Vorteil von DRAMs bei den Kosten pro Bit und in der
Skalierbarkeit geringer wird, adressiert diese neue SCM-Ebene der Speicher-Hierarchie dieses
Problem mit einer hoch dichten und kosten-effektiven, nichtflichtigen NAND-Flash Speicherldsung.
Sie lasst ein starkes Wachstum erwarten. So schéatzt der Industrie-Analyst IDC, dass der SCM-Markt
um 2022M ein Volumen von 3 Mrd. US-Dollar Giberschreiten wird.



Positioniert zwischen DRAM und NAND-Flash, ermdglicht XL-FLASH hdhere Geschwindigkeit,
reduzierte Latenz und gréRere Speicherkapazitat — zu niedrigeren Kosten als das traditionelle DRAM.
XL-FLASH durfte anfangs im SSD-Format (Solid State Drive) eingesetzt werden. Doch es |asst sich
auch in Bausteinen nutzen, die auf dem DRAM-Bus angeordnet sind. Dazu zahlen zukiinftige
nichtfliichtige Industrie-Standard NVDIMMs (non-volatile dual in-line memory module).

Haupteigenschaften:
e 128 Gigabit (Gb) Die (im 2-Die-, 4-Die- oder 8-Die Package)
e 4 kB Page Size fir effizienteres Lesen und Schreiben des Betriebssystems
e 16-Ebenen Architektur fiir effizientere Parallelitat
e Kurze Page-Read- und Programmierzeiten. XL-FLASH bietet eine niedrige Lese-Latenz
(<5 ps), ist also etwa zehn Mal schneller als existierende TLCs/? (triple-level cell).

Als der Erfinder des NAND-Flash und als erster Anbieter, der eine 3D-Flash Speichertechnologie
angekindigt hat, sowie als ein Marktfihrer bei Prozess-Migrationen ist Toshiba Memory ideal
positioniert, ein SLC-basiertes SCM mit ausgereifter Fertigungsbasis, erprobter Skalierbarkeit und
zeitlich bewahrter SLC-Zuverlassigkeit zu liefern.

“‘Dank unserer BiCS FLASH Technologie ist XL-FLASH das NAND mit der héchsten verfligbaren
Performance im SLC-Modus”, bemerkt Axel Stoermann, Vice President der Toshiba Memory Europe
GmbH. “Da wir nur ein Bit pro Zelle abspeichern, kénnen wir die Performance erheblich steigern. Und
weil XL-FLASH auf bestens bewahrten Technologien basiert, die wir bereits in groRem Volumen
fertigen, konnen unsere Kunden die Marktreife ihrer Entwicklungen mit dem Einsatz von XL-FLASH
als Massenspeicherlésung beschleunigen.”

Die Auslieferung von Sample-Stickzahlen beginnt im September 2019, der Anlauf der

Massenfertigung wird fur 2020 erwartet.

Anmerkungen:

[1] IDC Mai 2019 - Worldwide Solid State Drive Forecast, 2019-2023, Doc # US43828819.

[2] Im Vergleich zum TMC TLC-NAND mit einer Lese-Latenz von etwa 50 Mikrosekunden.

Die Angabe der héchsten verfiigbaren NAND-Performance basiert auf der Tatsache, dass die Dies spezifisch ausgelegt

wurden (16 Ebenen), um eine héhere Performance als TLC NAND zu erzielen.

Alle erwahnten Firmen-, Produkt- und Service-Namen sind unter Umstanden Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.



Fir jede Erwdhnung eines Toshiba Memory Produkts gilt: Die Produktdichte wird bestimmt auf der Basis des/der
Speicherchips innerhalb des Produkts, nicht als die fur End-User verfligbare Kapazitat der Datenspeicherung. Die fir
Consumer verfligbare Kapazitat ist geringer infolge von Overhead-Datenbereichen, Formatierung, schlechten Blocks und
anderen Beschrankungen. Sie kann auRerdem je nach Host Device und Applikation variieren. Details entnehmen Sie bitte
den zugehorigen Produkt-Spezifikationen. Die Definition von 1Gb ist 230 Bits = 1.073.741.824 Bits. Die Definition von 1GB ist
230 Bytes = 1.073.741.824 Bytes. Die Definition von 1KB ist 2'° Bytes = 1.024 Bytes.

HH#

Uber Toshiba Memory Europe

Toshiba Memory Europe GmbH (TME) ist die europaische Niederlassung der Toshiba Memory Corporation (TMC). Das
Unternehmen bietet eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Flash-Speichern, darunter SD Cards, USB Sticks, micro
SDs und Embedded-Speicherbausteine, zusatzlich zu Solid State Drives (SSD). TME unterhalt Niederlassungen in
Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden und GroRbritannien. Masaru Takeuchi. Er ist der Prasident des

Unternehmens.

Weitere Informationen Gber das Speicherangebot und die SSDs von TME unter business.toshiba-memory.com
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